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摘 要

半導體元件熱管理問題一直以來都是受到各界重視，接面溫度是半導體元件熱管理中的重要一項指標，本文主要針對光電

元件與微波元件的接面溫度探討。本實驗對像針對發光二極體(Light Emitting Diode，LED)與雙極性接面電晶體(Bipolar

Junction Transistor，BJT)作為量測對象。發光二極體由於體積小、壽命長、環保及反應速度快等優點，應用越來越廣泛；

而雙極性接面電晶體其電流不斷地注入下，導致元件產生自發熱效應，因此造成元件內部溫度提高，若此高溫在元件內部

無法有效散熱，將造成影響元件本身特性與使用壽命。 本實驗利用順向偏壓法來量測接面溫度，在非破壞LED與BJT元件

結構的條件下，設計一套電路系統搭配LabVIEW程式來輔助元件接面溫度量測，再搭配資料擷取卡(Data Acquisition Card

，DAQ Card)作外部訊號連結，進而探討LED發光效率衰退、輸出功率等，並以BJT元件內部不同接面所量測到的接面溫

度做比較。 關鍵詞：接面溫度、發光二極體、雙極性電晶體、資料擷取卡、順向偏壓法
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